BEISPIEL 4.1: Eine Grundschaltung mit pnp-Transistor

Versorgungsspannung: Uy=>5V
Generator-Innenwiderstand: Rg =0 Q
Flussspannung: U=006V
Temperaturspannung: Ur =25 mV
Stromverstarkung: B =100

Ausgangs-Ruhespannung: U =25V
Widerstandswert: R=1kQ

Handelt es sich um eine Emitterschaltung oder einen Emitterfolger?

a) Berechnen Sie die Eingangs-Ruhespannung Uy.

b

Bestimmen Sie die Kleinsignal-Spannungsverstarkung v, = u,/ue.

c) Berechnen Sie den Eingangswiderstand r..
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Berechnen Sie den Ausgangswiderstand r,.
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BEISPIEL 4.2: Stromspiegel

Uy Uy
Versorgungsspannung: Uy =5V
R
R g Flussspannung: U=0,6V
a dt — —18 mV/K
I Temperaturspannung: Up = 25 mV
Stromverstarkung: B =100
T, T, Early-Spannung: Uy =100V
Widerstandswerte: R=1kQ
Ry, =500 Q
Rp Rp Rp =120 Q

Der Stromspiegel stellt eine Alternative zu der bisher verwendeten Stromquelle aus einem Transistor
dar.

a) Berechnen Sie unter Vernachlissigung des Early-Leitwerts den Stromquellenstrom 1.

1 dla
I, dT

b) Berechnen Sie den Temperaturkoeffizienten TK;, = des Stromquellenstroms.

c) Wie grols ist der Ausgangswiderstand r, der Stromquelle?
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Zeichnen Sie die analoge Schaltung des Stromspiegels mit pnp-Transistoren.
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BEISPIEL 4.3: Differenzverstarker mit Stromspiegel als Last

U, J U,

Ts — 76

Yo

Flussspannung:

Stromverstarkung:
Early-Spannung:

i i Restspannung:

R4 Widerstandswerte:

T3 — T

o

Versorgungsspannung:

Ty Ty U Temperaturspannung:
e

U, =15V
U.=-15V
U=0,6V

UT =25 mV
B =100

Uy =100 V
UcEsat =
Urcsat = 0,1 V
R; =1kQ

Ry, =1kQ

Mit Hilfe eines Stromspiegels als Last ldsst sich ein Transkonduktanzverstarker realisieren, d.h. eine
spannungsgesteuerte Stromquelle 7,(U.). In dieser Schaltung wird der Ausgangsstrom iiber den

Lastwiderstand wieder in eine Spannung umgewandelt.

(a) Berechnen Sie die Ubertragungssteilheit g,q = 7./u. des Differenzverstirkers unter Vernach-

lassigung der Early-Leitwerte der Transistoren.

(b) Berechnen Sie die Kleinsignal-Spannungsverstarkung v, = w, /.

(c) Wie groR darf die Amplitude 4, eines sinusférmigen Ausgangssignals u,(t) = @, -sin wt maximal

sein, dass alle Transistoren im aktiven Bereich arbeiten?
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